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tant une tension maximale de 20V (fonctionnement , teur du (p-1#™¢) transistor de sortie, 'émetteur
en BVcao), et les tensions A supporter étant supé- . 35 du n®™e transistor de sortie constituant la sortie
rieures & cette valeur pour les bases des transis- . de la source de courant et en ce qu'a chaque
tors T'33 & T'ss, deux diodes sont nécessaires pour ' q"““_transistor de sortie (T31-Tas) est associé
ces transistors . un g®™e transistor de commande du type op-
Une condition & respecter est que les transis- posé (T'a1..T'3s) dont la base comporte au
.. .ors Tao et T'30 ne partent pas en avalanche car ce a0 moins une diode dans le sens direct et réfé-
sont les deux transistors qui limitent le courant. rencée 2 un g™ potentiel de référence, dont
Le pont de résistances Raz 2 Rss est avanta- le collecteur est connecté 2 la base du g*™
geusement prévu pour que le potentiel de base transistor de sortie (T31...Tss) et dont I'émet-
des transistors T'sa & T'ss ait la valeur maximale teur est connecté au collecteur du (q-r*™) tran-
correspondant 2 la valeur minimale possible pour 45 sistor de sortie pour g>r, et au collecteur du
les tensions collecteur-émetteur des transistors Tao transistor principal (Tso) ainsi qu'a une source
i Taz2. En effet, la tension collecteur du transistor de tension d'alimentation pour gsr, avec r21.
Tas par exemple vaut Vg + 3Vgg, Vg désignant la
tension au point B". 2. Source de courant selon la revendication 1
Soient V., Vo 6t Vy les potentiels des points A", C' 50 caractérisé en ce que rSE(b)-1, E (b) désignant
et D". - la partie entierd du rapport entre les BVceo des
On peut par exemple utiliser la relation : : transistors npn et pnp. '
Vo-Va = Vpgr + Vee(T'a1) 3. Source de courant selon la revendication 2
55 caractérisée en ce que r=2 et p=5.
avec _
Vpa1 = tension aux bornes de la diode Da4 ’ 4, Source de courant selon une des revendica-
Vge(T'31) = tension base-émetteur du transistor tions 1 & 3 caractérisée en ce que ledit poten-



The voltages on points B, C and D are then dictated by t ui remen
i nposed by the above rel atronshr p. 30 : : Thus, ﬂ’! %

in Figure 4 enabl es7t he advant ageR 0331.25:Bt| rcur ts. shovvnm n

to be obtained w thout their drawbacks. The circuit shown 'in Fi gure g has

t he additional advant age that the difference between the col | ector currents
of the f"?'éi'ﬁé '%’?’E?P?“[fl?? ]'a ’["é’f"}“g'?s snal | j“: F? ation.
usgangstr nsrstor :

ant possibl vom npn-Typ (T31 =T

ARy . e ey I5

_ t he npn t rans not her advgnt ag so r oball f el
t hat i mgan oper at e even in the case t hat t. r@ .r,dg %{%’a Rt rdgs he o
[err] the main current 5 being limt s&\{g BistoFs2 it £ Y <, Ghif R
PHF 88. ijchrgnP source having a wide range of output 8 Emitter des (p-1)-ten Ausgangstransrstors ver- S
0331253 v&ilad¥sMa: which sburcd-thdlemitterollectot. - ‘bundeft 1§t WdbBider SREHGE Bes! YRidh AJs-2

Wi de rapge opl mdkl BbHisisio|aha@es to tdlingVhi Bh S OLjafigstririaRto ek A@Sgaret SdnifueiBat h
of ‘a maie vaKk:@BBihs Ltfent ditieadigred sbwcellef i ne t hsidetaint GasJbdei e Miisharightrandistdrne
Current issamangsd in saieqwittathg emlitiercolieetor €S Wi t h (T T wint d-wer Stewkttassisdtad vorp anthe-of at
| east opah eiitapeastt ereneitsit Gansisthiaoheret er i zed gengeséteten Typ @ tamaf'ass) @sgeprduatiishut -

t r ansi sederzedin[teat itjcomprisehe oviput trensise, wher e desgeerBapis Zmindestenst ¢ines auf caint- grias

ﬂ MH]II

t ransi stasy (TéeFap))of hanphiype. wherg BR [2ethe or 15c onn cRereaspatential hezogene: ip &prwidsriehienonmi n

transi sfigt °L|;Ré$ fransistph (Tet] hpdngyifssesliestor t he npn gejqhaltete Piedeegthall, desseryfpliektor mit
t ransr stgmec ?Hrf@r“@ ‘Fﬁ' fhwn NS col | ect et ¢ Bisise dep gaiey’ t’H@a@ﬁ"E"F'é‘P’sof
(p U 9 f"? §'teoP the emi{teresgdrePp yndy -

transr sf’qf on e ts of the _c‘h‘l?r%ﬂ‘ft. U

transrsto &rsr ﬁ st ; uts 'gr;:aasmsogl%?{%@%i:“ ﬁa@ e

di ode p ! i e’uef n and referr %‘ rgb ' ?eference
@ rF‘e J&r | e Gt

potentlgns,swhqge-rg;s(p %Séo&ﬁted ik @npected to the base of the lerr].output.
transi stéirol @Jn&nstoraﬁq1 Q5@ 881 dpbédite | S25C ORI ESHoREEIS ribdte ARDHCE Gl acddh’ hhe
(err) owippUikhobd B436 liriluBés atflealt oheldicasld t o t hexefizbibiet, @&8 0% Ed)a, WeDeTIE(D).den
transi spowd jatie frwad diwedtibn &El réferred tds suppl y Janizaligen SeNUdes cVerfiltnfsessrwisoliear
[err]. 2" reference potentialiwbase callettorsouenee as cl adeniBicsoWedbradammin: uchmpdchesto-2 ed -

i n that nedtest o]the iasdf thenhguiblirandistl e part obnaigbtrati o between the BVerr],
val ues d¢Fa1.the). AW hszmieip' @ i copnesteditor s30 3. ~ A’'current source-as :
cl ai med therpottgcter af the (arapuinyt wanpisterdf ﬂ n t hat 28romausiie naehy Apsprucks 2, gadurch -
A curr eft’ 3@e ghe cqlecter afi the fain i fone of theanzeichiptyfaly - Su@Pcrﬁar'a teri zed
in that (o) W@P%Pé‘rﬂ:‘%"'\b‘(ﬂ‘@‘?tsf"é{?"' $ fixed at the maximum val ue '
correspérﬂd’l’ B "3d- t he m ni mum possi bl e_valtue ’°F"8Y°"?r?§‘°€‘o?’

vol ta,‘ge% f LS QUL P tdr a%?a% Sgorhgr-l n*t he zgspote _' auf - den - Maximalwert: fostge-

thi? emer c

urrent source as' claimed in
acterized in that r < E(b)-1. E(b} being the legt ist, der dem minimal mdghchen Wert fiir
whole part of the ratio between the BViggg die Kollektor-Emitter-Spannungen’ der Aus-
" values of the npn and pnp transistors. - gangstransistoren im Sﬁttigungsbetrleb -ent-
40 - spricht. :

3. A current source as claimed in Claim 2, char-
acterized in thatr = 2and p = 5.

4. A current source as claimed in any one of the
Claims 1 to 3, characterized in that said refer- 45
ence potential is fixed at the maximum value
corresponding to the minimum possible values
for the collector-emitier voltages of the output
transistors in the saturation mode.

80
. Patentanspriiche

1. Stromguelle mit breitem Ausgangsspannungs-
bersich, in der die EmitterKollektor-Strecke ei-
nes Hauptiransistors, der so beschaffen -ist, &5
daf er die Stromstéirke der Stromquelle defi-
niert, mit der Emitter-Kollektor-Strecke minde-
stens sines  Ausgangstransistors in Reihe ge-

fuhr |
mﬁg ijiod ererv

fdn i ec SR



